
イオンミリング法によるTEM試料加工
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50μm以下の薄片切り出し
（回転研磨機、
ハンディラップ使用）

厚板切り出し

固定治具で圧着固化

凹部厚さ 10μm
（ディンプルグラインダー使用）

メッシュ貼り付け

低加速電圧、低角照射が最適

両方向からAr+イオンミリング基板側のみからAr+イオンミリング
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50 μm 以下が望ましい

基板 基板

表面鏡面仕上げ
厚さ1 ~ 2mm

裏面鏡面仕上げ

#800 → #2,000 → #4,000 → #8,000 or バフ
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Ar+

Ar+

加速電圧 ： 3 ~ 4 kV
照射角度 ： 2 ~ 4°

イオンミリング条件


